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AVANT-PROPOS
Le présent amendement a été établi par le comité d'études 86 de la CEl: Fibres optiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86/124/FDIS 86/133/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.
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Ajouter, aprés le paragraphe 12.8, les nouveaux articles 13 et 14 suivants:

13 Valeurs limite et caractéristiques essentielles des dispositifs laser
a bottier TO

13.1 Type

Le dispositif laser a boitier TO comprend les piéces de base suivantes:

— diode laser;

— photodiode de contréle.

13.2 Matériau semi-conducteur

Diode laser: InP, GaAs, InGaAs, InAlAs, InGaAsP, etc.

Photodiode de contréle: Ge, Si, InGaAs, etc.

13.3 Structure

Diode laser: Fabry Perot BH, MQW, etc.

13.4 Deétails d’encombrement et d’encapsulation

13.4.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement
13.4.2 Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre

13.4.3 Identification des bornes
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86/124/FDIS 86/133/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Add, after subclause 12.8, the following new clauses 13 and 14:

13 Essential ratings and characteristics of TO can laser devices

13.1 Type

The TO can laser device consists of the following basic parts:
— laser diode;

— monitor photodiode.

13.2 Semiconductor material

Laser diode: InP, GaAs, InGaAs, InAlAs, InGaAsP, etc.
Monitor photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.

13.3 Structure

Laser diode: Fabry Perot BH, MQW, etc.

13.4 Details of outline and encapsulation

13.4.1 IEC and/or national reference number of the outline drawing
13.4.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other
13.4.3 Terminal identification
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13.5 Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures
de fonctionnement, sauf indication contraire
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Réf. Caractéristiques Symbole Exigences Unité
Min. Max.
Conditions générales
5.1 Température de stockage TStg X X °C
5.2 Température de fonctionnement Tease X X °C
5.3 Température de brasage: (a un temps de Tad X °C
brasage spécifié et a une distance minimale
du boitier)
Diode laser
5.7 Tension inverse I’ X \
5.8 Courant direct Ie X mA
5.9 Flux énergétique continu au niveau de l'acces @, X mw
optique
5.10 Flux énergétique maximum pour une largeur cDep X mw
d’impulsion et un rapport cyclique spécifiés
5.11 ESD — Tension (deux polarités) modéle Corps Veso X \Y
Humain
Photodiode de contréle
5.12 Tension inverse ViR X Y
5.13 Courant direct e X mA
5.14 ESD — Tension (deux polarités) modéle Corps Viesp X \Y
Humain
13.6 Caractéristiques électriques et optiques
Réf. Caractéristiques et conditions Symbole Exigences Unité
Min. Max.
6.1 Caracteristiques «statiques» a T, ., = 25 °C
Diode laser
6.1.1 Courant de seuil I(TH) mA
6.1.2.1 Flux énergétique a l'accés optique pour /. @, mwW
ou (I(TH) +4l) spécifié (le cas échéant pour
la valeur maximale)
6.1.2.2 Courant direct & @, I mA
6.1.3 Efficacité différentielle a @, + A®_ spécifié Ny W/A
ou a I £ Al spécifié
6.1.4 Linéarité du flux énergétique entre @, et Ly X %
@, spécifié (le cas échéant)
6.1.5 Flux énergétique au niveau de l'accés a>(TH) X mwW
optique a I(TH) (le cas échéant)
6.1.6 Tension directe a @, ou /. spécifie E
6.1.7 Résistance différentielle au-dessus du seuil d X
(le cas échéant)
6.1.8 Résistance thermique boitier-jonction Rth(j_c) X KIW
(le cas échéant)




